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１．概要（Summary） 

Zintl 相物質の一つである CaSi2 は、二次元のシリコン

層の層間にカルシウムが挿入された構造である。最近、こ

の結晶内のシリコン層が見かけ上質量がゼロとなる電子

状態を持つことが明らかにされ[1]、超高速電子デバイスへ

の応用が期待されている。加えて、カルシウムの選択的な

フッ素化により、フッ化カルシウムにサンドイッチされた二

層構造のシリセンが生成する事も報告されている[2]。我々

は、デバイス化を目指し、CaSi2 のメサ構造（島状）形成を

検討している[3]。デバイスの動作原理を明らかにするため

には、高い加工精度と材料表面への影響を考慮したプロ

セス選択が重要で

ある。 本検討では、

ナノパターン形成

の基本ツールであ

る電子ビーム描画

装置の操作トレー

ニングを受講し、今

後の素子作製に向

けた基礎的な課題

検討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  電子ビーム描画装置  

【実験方法】 

豊田工業大学の電子ビーム描画装置のオペレーショント

レーニングを行った。石英ガラス上にシリコンがスパッタリ

ング法で形成された基板を用いた。基板上に耐ドライエッ

チ ン グ 性 に 優 れ た 電 子 ビ ー ム 描 画 用 ポ ジ レ ジ ス ト

ZEP-520A-7（日本ゼオン社製）を、レジスト上にはチャー

ジアップ防止のためにエスペイサー（昭和電工社製）をス

ピンコート法により積層した（豊田中研で実施）。ドーズ量

を変えた複数条件で電子ビーム描画を行った。 電子ビー

ム描画後、レジストメーカー純正現像液（ZED-N50）を用

いた現像処理(23℃×60 sec)を実施し、レジストパターン

の形成状況を走査電子顕微鏡 SEM にて確認した。 

 

３．結果（Results） 

露光条件確認用パターンの低真空条件下における走査

型電子顕微鏡(SEM)像を Fig. 1 に示す。電子線の近接

効果の影響を判断するため線幅 25, 50, 75, 100, 150, 

200nm のラインパターンと、直径 50 nm から 50 nm 

刻みに 1.25 μm まで変化させた円形状のテストパター

ンの形成を行い、レジストの残存状況を評価した。 

その結果、ライン幅 75 nm、円形パターン 直径 100 

nm まで正確にパターン形成できることを確認した。 
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Fig.1  SEM image of Electron 
Beam Lithography pattern. 
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